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※概要（Summary）： 

 GaN HEMT はパワーエレクトロニクス機器の省エ

ネルギー化のため期待されている。実用化を図るため

量産コスト低減が求められており、Si CMOS プロセ

スとの互換性が重要である。本研究では、AlGaN/GaN

構造にオーミックコンタクトを形成するための実験

を、Siプロセスでは避けられる Auを用いず、Ti/TiN

膜を用いて行った。成膜後、窒素雰囲気中にて

800oC 30 sec.の熱処理を行った場合、オーミックに近

い特性が得られた。 

 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・ レーザー露光装置 

・ マスクアライナー 

・ 全自動スパッタ装置 

・ 化合物ドライエッチング装置 

・ 急速赤外線アニール炉 

・ 走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 1cm□にダイシングしたAlGaN/GaN基板にマスク

アライナーもしくはレーザー露光装置を用いてレジ

ストパターンを形成後、化合物ドライエッチング装置

を用いたドライエッチングにより素子分離を行った。

レジストパターンを形成した後、全自動スパッタ装置

を用いて Ti (50 nm)/TiN (50 m)の成膜を行い、リフト

オフプロセスを用いてパターンを形成した。急速赤外

線アニール炉を用いて、窒素雰囲気中にて 700oC～

800 oCにて 30秒熱処理を行い、電気特性を評価した。

サンプル構造を図 1に、作製したサンプルの光学顕微

鏡写真を図２に示す。 
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図１．作製したサンプルの断面構造 

 

 

図２．作製したサンプルの光学顕微鏡像 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

測定した電気特性を図 2 に示す。熱処理温度 800o C

において、オーミックに近い特性が得られた。 

 

図３．作製したサンプルの 2端子測定結果 
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